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ツ波 (THz 波 ) と言われる遠赤外線を使うことにより得られるが、これまでは半導体デバイスの分析
に必要な空間分解能は実現できていなかった。ドイツのマックスプランク研究所の研究グループは、
2.54THz( 波長 118μm) の THz 波を用いて発生させた約 30nm の領域に局在する近接場光を使用し、




1)　Huber, A. J. et al., “Terahertz Near-Field Nanoscopy of Mobile Carriers in Single Semiconductor Nanodevices” Nano 
Lett. vol.8, 3766–3770 (2008)
出典：参考文献 1）
トランジスタのTEM像、IR像とTHz像
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　テラヘルツ波 (THz 波 ) とは、振動数がおよそ
0.1THz（テラヘルツ）から 10THz の可視光と電波
の間に位置する電磁波である。波長で言えばおよそ



































造を観察し、得られた像 (THz 像 ) を透過電子顕微
鏡像 (TEM 像 ) や波長 11μm の赤外線像 (IR 像 ) と




















































長の1/3000 に相当する 40nm の空間分解能が確認され
た。 








１） Huber, A. J. et al., “Terahertz Near-Field Nanoscopy of Mobile Carriers in Single Semiconductor Nanodevices” Nano Lett. 
vol.8, 3766–3770 (2008) 
a) TEM 像：破線はソ スーとドレイン電極（NiSi）下部の
高濃度ド プー部を示す
b) IR 像：電極部は明瞭に観測できている
c) THz 像：電極部と共に電極下の高濃度にド プーされた
部分も観測できている
